Вопросы по технологии производства изделий электронной техники (для гр. Э-61,62)
1. Получение монокристаллов полупроводниковых материалов:
· методы направленной кристаллизации из расплава;
· получение монокристаллов методом Чохральского;
· выращивание монокристаллов с равномерным распределением легирующей примеси;
· получение монокристаллов методами Вернейля и жидкостной герметизации;
· метод бестигельной зонной плавки;
· методы получения профилированных кристаллов полупроводников.
2. Технология изготовления полупроводниковых подложек: 

· типовой технологический процесс изготовления подложек; 

· материалы, используемые при изготовлении подложек; 

· методы резки монокристаллов на пластины. Резка кругами АКВР; 

· технология абразивного шлифования и полирования пластин; 

· модель нарушенного слоя монокристаллов при абразивной обработке.
3. Методы формирования тонкопленочных покрытий:
· классификация методов формирования покрытий;
· технология химического осаждения диэлектрических пленок из газовой фазы;
· плазмохимическое осаждение тонких диэлектрических пленок;
· технология высокотемпературного окисления кремния. Модель процесса;
· методы высокотемпературного окисления кремния;
· методы осаждения тонкопленочных покрытий в вакууме;
· осаждение металлических пленок методом испарения в вакууме;
· 1-й и 2-й законы Ламберта-Кнудсена;
· Процесс конденсации вещества на поверхности подложки при термическом
испарении;
· Основные схемы систем, используемых при ионном распылении материалов.
4.
Технология эпитаксиальных слоев:
· методы проведения эпитаксии в вакууме;

· основы молекулярно-лучевой эпитаксии;

· получение эпитаксиальных структур из газовой фазы;
· эпитаксия из жидкой фазы;

· легирование эпитаксиальных слоев.
5.
Поверхностное легирование полупроводников:
· задачи и методы поверхностного легирования:

· механизмы диффузии примеси в полупроводник:

· Законы диффузии Фика:

· Диффузия из неограниченного источника:

· Диффузия из ограниченного источника:

· Методы проведения диффузии:

· Основы ионной имплантации примеси:

· Схема устройств ионной имплантации

6.
Литографические процессы в технологии.
· Основные задачи и цели литографических процессов;

· Последовательность выполнения операций фотолитографии; 

· Фоторезисты и их свойства; 

· Методы экспонирования в фотолитографии; 

· Ограничения процесса фотолитографии; 

· Основы УФ и рентгенолитографии; 

· Основы элекгроно- и ионнолитографии.

